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１．概要（Summary）

金メッキをしたシリコンウエハを用いたテラヘルツ波

帯(100GHz-1THz)高効率導波管型平面アンテナにお

いて，密着度をあげるために金メッキの下地に Cr を

用いたものを試作し，アンテナおよび共振器の特性を

評価した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】 環境維持・制御装置，精密めっ

き装置

3．結果と考察（Results and Discussion）

前年度，金メッキの導電率が低い原因究明のために

共振器を試作したが，所望の特性が得られなかった。

金メッキ膜のシリコンへの密着度が悪いと思われる。

そこで，密着度をあげるために金メッキの下地に Cr
を用いたアンテナと共振器を試作した。

今回試作したものに関しても，密着度が悪いウエハ

があった。特に，アンテナおよび共振器の給電開口部

を有するウエハ面での金メッキのはがれがみられた。

共振器に関しては，試作した 4 つのうち 2 つ(#3，
#4)に関し共振特性が得られた。#3 の Q 値は 590，共
振周波数での伝送量は-32.6dB であった。一方，#4 の

Q 値は 660，共振周波数での伝送量は-38.2dB であっ

た。Q 値が高いほうが伝送量が小さいという定性的

に問題がある結果が得られたので，今後再測定をして

確認をする予定である。

アンテナに関しては，まず，反射の周波数特性が激

しく変動している結果が得られた。比帯域 10%では

反射は-10dB 以下になっているものの，設計周波数で

ある 350GHz付近で反射が-7dB程度まで大きくなっ

ているものもあった。アンテナ給電開口部と測定冶具

との接続に問題があると考えられる。利得の周波数特

性に関しても，反射の周波数特性の激しい変動を受け

て，変動が大きくなった。実現利得が 30dBi 近くなっ

ている周波数帯もあり，反射の周波数特性が改善され

れば，利得の周波数特性もよくなるものと考えられる。

4 つのアンテナのうち 1 つ(#3)に関し，指向性を測定

した。設計周波数 350GHz において，E 面，H 面と

も対称性が崩れていた。2 次元スロットアレーの励振

に問題があると考えられる。アンテナに関しても再測

定を行い，原因の解明を行っていく予定である。
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